
NPNエピタキシアル形シリコン複合トランジスタ

差動増幅用

通信工業用

2SC1733

複合トランジスタ
Compound Transistor

データ・シート

資料番号　P11669JJ2V0DS00（第２版）
（旧資料番号　TC-5315）
発行年月　July 1997 N 1976

　2SC1733は，2SC1275のデュアルトランジスタです。

The 2SC1733 is a dual transistor of the 2SC1275.

fT = 2.0 GHz TYP.

TO-18と同じ大きさの小型ケースを使用。

絶対最大定格（TA = 25 ℃）

項　　目 略　号 定　格 単　位

コレクタ・ベース間電圧 VCBO 30 V

コレクタ・エミッタ間電圧 VCEO 14 V

エミッタ・ベース間電圧 VEBO 3.0 V

コレクタ電流 IC 50 mA

コレクタ損失 PC 200 mW/unit

全損失 PT 300 mW

ジャンクション温度 Tj 200 ℃

保存温度 Tstg －65～＋200 ℃

電気的特性（TA = 25 ℃）

項　　目 略　号 条　　　　件 MIN. TYP. MAX. 単位

コレクタしゃ断電流 ICES VCE = 15 V, RBE = 0 50 nA

エミッタしゃ断電流 IEBO VEB = 2.0 V, IC = 0 50 nA

直流電流増幅率 hFE VCE = 10 V, IC = 10 mA 25 80 200

直流電流増幅率比 hFE1/hFE2 VCE = 10 V, IC = 10 mA
注

0.8 1.0

ベース・エミッタ電圧差 ⊿VBE VCE = 10 V, IC = 10 mA 30 mV

利得帯域幅積 fT VCE = 10 V, IC = 10 mA 1.5 2.0 GHz

コレクタ容量 Cob VCB = 10 V, IE = 0, f = 1.0 MHz 1.1 1.5 pF

注　hFEの小さい方をhFE1とする。

外形図（単位：mm）
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2SC1733

特性曲線（TA = 25 ℃）

IC = 10·IB
2

1

0.2

0.1

0.02

0.05

0.5

0.1 0.2 10.5 2 5 10 20 50

VBE(sat)

VCE(sat)

200

100

50

70

5

7

10

20

30

0.2 0.5 1 503010 2072 50.1 0.7 3

VCE = 10 V

0 0.5 1 2 3 30201075

3

2

1

0.3

0.5

0.7

0.6 0.7 0.8 0.9

50

20

10

5

2

1

0.5

VCE = 1.0 V

503010 2072 53

3000

2000

700

1000

50
70

100

500

300

200

VCE = 2.0 V

VCE = 5.0 V

0.3

0.2 0.5 10.1 0.70.3
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コレクタ容量 vs. コレクタ・ベース間電圧�
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